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1.序論 

酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタ

(TFT)の研究が、近年、活発に行われている。

本研究では、UV酸化を用いて ZnO 薄膜を作製、

その上にゲート酸化膜を Spin-On-Glass(SOG)

溶液を用い低温で SiO2 膜を形成した [1] 

ZnO-MOSキャパシタおよびフロントゲート型

ZnO-TFTを低温で作製し、その評価を行った。 

 

2.実験方法 

洗浄を施した n型 Si(100)基板上に、Znを真

空蒸着した。その後、350℃で dry UV光酸化を

施すことで、ZnO 薄膜(500Å)を得た。その上に

Alを 50 Å 蒸着、300℃で dry UV光酸化を施す

ことで Al2O3層(100Å)を形成した。さらに、エ

レクトロニックマテリアルズ製 ANN120 の

SOG を塗布し、作製した SOG 塗膜に対して

200℃で wet UV光酸化を施し低温で SiO2膜を

形成した。 [1]その後 Fig.1 に示す構造で、

ZnO-MOS キャパシタ  (Al/SOG/ZnO)および

ZnO-TFTを作製した。ZnO-MOSキャパシタで

は、C-V測定・J-E 測定を行った。また、ZnO-TFT

では、TFTの各電気的特性(VGS-IDS特性・VDS-IDS

特性)を測定した。 

 

 
Fig.1 Schematics of (a)ZnO-MOS and 

(b)ZnO-TFT. 

 

3.結果・考察 

作製した Fig.1(a)に示す ZnO-MOS キャパシ

タは、Fig.2(a)に示すような絶縁性を示した。

極薄 Al2O3層を ZnO 膜上に堆積することによ

り、絶縁性が向上し、Fig.2(b)に示す良好な高

周波 C-V曲線を得ることが出来た。 

作製したFig.1(b)に示すZnO-TFTの伝達特性

および出力特性を Fig.3 に示す。Fig.3(a)より、

飽和電子移動度 μFE は 1.04×10-3cm2/Vs、しき

い値電圧 Vthは-5.9Vである。また、この TFT

は、ノーマリオン型であり、Fig.3(b)に示すよ

うに、VDSの負の高い領域でドレイン電流が 0

になっていることから、チャネルが負の電圧を

加えることによりピンチオフしていることが

分かる。 

 
Fig.2 Electrical characteristics of ZnO-MOS 

capacitor: (a)J-E and (b)C-V. 

 
Fig.3 Electrical characteristics of ZnO-TFT: 

(a)VGS-IDS and (b)VDS-IDS 

 

4.おわりに 

 ZnO 薄膜と SOG 塗膜の間に Al2O3層を挿入

することによって、絶縁性が向上し、良好な

ZnO-MOSキャパシタを作製することができた。

また、その構造を用いてフロントゲート型の

ZnO-TFTを作製することに成功した。ZnO-TFT

はノーマリオフではなく、負の電圧を加えた時

ドレイン電流が 0 になるノーマリオン型では

あったが、SOG を使ったゲート酸化膜を用い

たフロントゲート型の ZnO-TFT の作製はこれ

までにはなかった。今後は、さらなる TFT の

特性の向上を目指す。 
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